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【はじめに】AlGaNの 3元混晶は 3.4から 6.0 eVのバンドギャップエネルギーを有し、これは深

紫外領域までの近紫外における受光デバイスに適している。紫外線センサーとしての応用を考え

た場合、高い受光感度と高い S/N比を両立しているデバイスが不可欠である。本研究では AlGaN

ベースの AlGaN/GaN HFET 型の光センサーを作製し評価したのでその結果について報告する。 

【実験・結果】図 1 に作製したデバイス構造を示す。このデバイスは MOVPE 法によってサファ

イア(0001)基板上に AlN(1.8 µm)を高温成長させた後、u-Al0.59Ga0.41N(260 nm)、u-Al0.65Ga0.35N (17 

nm)、そして Mg ドープの p-GaN(85 nm)を成長させた。メサ分離を誘導結合プラズマ(ICP)エッチ

ングにより行った。次に、p-GaN 層は受光部分を残し ICP エッチングにより除去した。その後、

電子線蒸着装置によって Ti/Al/Ti/Au 30/100/20/150 nmを u-AlGaN層上のアノード・カソードコン

タクト層に堆積した。p-GaNの幅と長さはそれぞれ 2、100 µmと設計した。また、アノードとカ

ソードコンタクト間は 8 µmと設計した。本研究ではデバイスに反射防止コーティングは使用して

いない。図 2は作製したデバイスのアノード・カソード間電圧 4 V における分光感度特性を示す。

本研究では、104 W/A を超える高い受光感度を得ることができ、吸収端と受光ピーク波長はそれ

ぞれ約 275と 250 nmであった。また、デバイスの暗電流値は VAC = 4 Vで約 8 pAであった。 次

に、ソーラーシミュレータを用いた疑似太陽光(A.M.1.5G, 1 sun)と室内光、波長 250 nm（照射強度

35 µW/cm2）のモノクロ光(半値幅 10 nm)を本デバイスに照射したときの光電流を比較した。図 3

に各光源を照射したときの IV 特性を示す。図 3から、室内光と太陽光にほとんど反応していない

ことを確認した。したがって、本デバイスは太陽光や室内灯にはほとんど反応しないソーラーブ

ラインドタイプの火炎センサー等への応用が可能なデバイスであることが確認できた。
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図 1 デバイス構造 図 図 2 分光感度特性 
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図 3 IV 特性 
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